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近年、001配向したコバルトフェライト薄膜

は、高い垂直磁気異方性を示すことが報告され、

注目されている[1]。前回、我々は、有機金属

分解(MOD)法によりガラスおよび Si基板上に

CoxFe3-xO4 薄膜が特定の仮焼成条件で 001 配

向することを報告した[2]。今回は、作製した

CoxFe3-xO4薄膜を EBSD により評価した結果に

ついて報告する。 

CoxFe3-xO4 薄膜は、MOD 法を用いてガラス

および Si(100)基板上に作製した。薄膜作製プ

ロセスは、次のように行った。基板へ MOD 溶

液(CoFe-O4(1/2, 1/3), 高純度化学研究所製)を

スピンコートにより塗布(3000 rpm, 30 sec)し、

乾燥（100℃，10min）を、ホットプレートを用

いて行った。その後、管状炉を用いて、仮焼成

（320℃, 350℃，30min）および本焼成（730℃，

10 h）を行った。本焼成は、窒素雰囲気下(N2 = 

400 mL / min)で行った。  

Fig.1 に、Si 基板上に 3 作製した CoFe2O4薄

膜の XRD パターンを示す。320℃で仮焼成を

行った場合、（001）に優先的に配向しているこ

とがわかる。 

Fig.2 に仮焼成温度、 320℃で作製した

CoFe2O4薄膜の EBSD 測定結果を示す。仮焼成

温度が 320℃の試料では、大きさ 100~300 nm

の 001 配向した結晶粒が多く観察され、z 方向

の配向分布を見ると、001 配向の割合が最も多

く、010 配向が最も少ない結果となった。この

結果から、得られた CoFe2O4薄膜は 001 に優先

配向していることが確認された。 

 

 

 

Fig 1. XRD patterns of CoFe2O4 thin films on Si 

prepared at different pre-annealing temperatures. 

  

 

 

 

Fig.2 EBSD observation results of 

CoFe2O4 thin film prepared at pre-

annealing and annealing temperatures 

of 320 and 730℃, respectively. 
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